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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の電極を有する半導体素子と、
　前記半導体素子を収納する凹部を備えたハウジングと、
　前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極と、
　前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、
　前記半導体素子の前記一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とを
それぞれワイヤボンドする導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極の表面をダイボンド領
域とワイヤボンド領域とに区分するように横断して設けられた少なくとも１つの第１壁部
を備えており、
　前記第１リード電極は、少なくとも前記第１壁部の直下に、前記第１リード電極の縁部
を切り欠いた切欠き部を備えており、前記第１壁部と前記ハウジングの底部とが、前記切
欠き部を通じて接続されており、
　前記第１壁部の断面が前記ワイヤボンド領域から前記ダイボンド領域に向かって高くな
るように傾斜されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　一対の電極を有する半導体素子と、
　前記半導体素子を収納する凹部を備えたハウジングと、
　前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極と、
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　前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、
　前記半導体素子の前記一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とを
それぞれワイヤボンドする導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極の表面をダイボンド領
域とワイヤボンド領域とに区分するように横断して設けられた少なくとも１つの第１壁部
を備えており、
　前記第１リード電極は、少なくとも前記第１壁部の直下に、前記第１リード電極の縁部
を切り欠いた切欠き部を備えており、前記第１壁部と前記ハウジングの底部とが、前記切
欠き部を通じて接続されており、
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極と前記第２リード電極
との間を介して前記ハウジングの前記底部と接続する第２壁部を有し、
　前記ダイボンド領域が、前記第１壁部、前記第２壁部および前記ハウジングの側壁によ
って包囲されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　一対の電極を有する半導体素子と、
　前記半導体素子を収納する凹部を備えたハウジングと、
　前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極と、
　前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、
　前記半導体素子の前記一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とを
それぞれワイヤボンドする導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極の表面をダイボンド領
域とワイヤボンド領域とに区分するように横断して設けられた少なくとも１つの第１壁部
を備えており、
　前記第１リード電極は、少なくとも前記第１壁部の直下に、前記第１リード電極の縁部
を切り欠いた切欠き部を備えており、前記第１壁部と前記ハウジングの底部とが、前記切
欠き部を通じて接続されており、
　前記切欠き部は、前記ハウジングの前記底部から前記凹部に向かって寸法が小さくなる
漏斗状であることを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　一対の電極を有する半導体素子と、
　前記半導体素子を収納する凹部を備えたハウジングと、
　前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極と、
　前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、
　前記半導体素子の前記一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とを
それぞれワイヤボンドする導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極の表面をダイボンド領
域とワイヤボンド領域とに区分するように横断して設けられた少なくとも１つの第１壁部
を備えており、
　前記第１リード電極は、少なくとも前記第１壁部の直下に、前記第１リード電極に形成
された貫通孔を備えており、前記第１壁部と前記ハウジングの底部とが、前記貫通孔を通
じて接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　前記貫通孔の直径は、前記第１壁部の幅よりも大きい請求項４に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極と前記第２リード電極
との間を介して前記ハウジングの前記底部と接続する複数の第２壁部を有し、
　前記第１壁部および前記第２壁部によって包囲された領域に、前記半導体素子と、当該
半導体素子を保護する保護素子とが配置されている請求項４又は５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記第１リード電極の表面には、前記第１壁部の直下にさらに溝部が設けられており、
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　前記溝部は前記第１壁部に沿って延在すると共に、前記溝部に前記第１壁部の底部が係
合している請求項１乃至６のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項８】
　一対の電極を有する半導体素子と、
　前記半導体素子を収納する凹部を備えたハウジングと、
　前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極と、
　前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、
　前記半導体素子の前記一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とを
それぞれワイヤボンドする導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、
　前記ハウジングが、前記凹部の前記底面に、前記第１リード電極の表面をダイボンド領
域とワイヤボンド領域とに区分するように横断して設けられた少なくとも１つの壁部を備
えており、
　前記第１リード電極の表面には、前記壁部の直下に溝部が設けられており、前記溝部は
前記壁部に沿って延在すると共に、前記溝部に前記壁部の底部が係合していることを特徴
とする半導体装置。
【請求項９】
　前記溝部の一端は、前記第１リード電極の縁部まで延び、
　前記溝部の他端は、前記第１リード電極の縁部より手前で終端している請求項８に記載
の半導体装置。
【請求項１０】
　前記第１リード電極の縁部には、少なくとも前記壁部の直下に切欠き部を備えて、前記
壁部と前記ハウジングの底部とが前記切欠き部を通じて接続されて、
　前記溝部の一端は、前記第１リード電極の縁部まで延びて前記切欠き部と接続している
請求項８又は９に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングに半導体素子を実装した半導体装置に関し、特に半導体発光素子
を用いた半導体発光装置及び光学センサなどに用いられる半導体受光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体装置として、半導体発光素子をハウジング内に実装した半導体発光装置が提供さ
れている。ハウジングは半導体発光素子を収納する凹部を備え、凹部の表面には、半導体
発光素子の電極と接続される一対のリード電極が露出している。半導体発光素子をハウジ
ング内に実装する場合、半導体発光素子の基板側を一方のリード電極上に銀ペースト等で
ダイボンドし、半導体発光素子の半導体側を他方のリード電極にワイヤで接続する。
【０００３】
　近年の半導体装置の小型化によりハウジングが小型化され、それに伴ってハウジングの
凹部や、凹部に露出したリード電極の寸法も小さくされている。このような小型化したハ
ウジングに半導体素子を実装すると、ダイボンド時の銀ペーストが、一方のリード電極か
ら他方のリード電極まで伝い漏れするブリード現象が起こりやすく、半導体装置の短絡を
引き起こす恐れがあった。そこで、このブリード現象を防止するために、一対のリード電
極の間に突起部を設けることが知られている（例えば特許文献１及び２参照。）。
【０００４】
　また、ＬＥＤチップと保護素子（ツェナーダイオード）とを備えた発光装置では、負の
リード電極１０３の同一面上に保護素子のダイボンドとＬＥＤチップのワイヤボンドとを
行う構成において、ダイボンドするための第１のボンディング領域とワイヤボンドするた
めの第２のボンディング領域とが壁部によって隔てられている（例えば特許文献３参照。
）。この壁部は、保護素子のダイボンドに使用するダイボンド材が、第２のボンディング
領域まで流れ込むことを防止している。
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【特許文献１】特開平１０－２９４４９５号公報
【特許文献２】実開昭６２－４７１５６号公報
【特許文献３】特開２００５－３３１９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　窒化物半導体から成る半導体発光素子では、素子用の基板にサファイアのような絶縁体
基板を用いており、基板を通じて導通できない。よって、半導体発光素子の半導体側に、
正電極及び負電極の両方を形成し、実装時にそれぞれ異なるリード電極にワイヤボンドす
る。このとき、半導体発光素子は、いずれか一方のリード電極上に、銀ペースト等の導電
性接着剤やダイボンド樹脂等の絶縁性接着剤で接着される。
【０００６】
　この半導体発光素子をダイボンドするときに、表面張力の低い可塑剤などの液状成分を
含む接着剤を使用すると、接着剤をリード電極上のダイボンドする領域のみに塗布しても
、接着剤中の液状成分や、あるいは接着剤自身（これらをまとめて、接着剤成分と称する
）がリード電極の表面上に容易に広がって（これもブリード現象である）、リード電極の
表面を覆ってしまう。特に、同一リード電極内でダイボンドとワイヤボンドとを行う場合
には、同一部材の同一平面上にダイボンドする領域とワイヤボンドする領域とが隣接して
配置されるので、接着剤成分が極めて伝い漏れしやすい。これは、従来のように離間した
リード電極間と比べても、格段にブリードしやすい。そして、ダイボンド後に、リード電
極の表面が接着剤成分によって覆われていると、リード電極と半導体発光素子の電極との
間でワイヤボンドするときに十分な強度で導電ワイヤを固定できず、さらに、絶縁性接着
剤を利用した場合には、ワイヤボンドによる導通が不可能になる。
【０００７】
　特許文献１及び２は、導電性基板を有する半導体発光素子を使用しており、その導電性
基板側を導電性接着剤から成る接着層によってダイボンドすることにより、半導体発光素
子を固定しつつ、半導体発光素子とリード電極との間の導通を取ることとができる。よっ
て、２つのリード電極の間での短絡を防止するために、リード電極間にブリードを防止す
る構造を有しているが、ダイボンドするリード電極の表面にダイボンド用の接着剤が広が
っても問題がない。そのため、接着剤成分がリード電極の表面に広がるのを防止するため
の方法について何ら解決手段を開示していない。
　これに対して、特許文献３に開示されているような壁部をリード電極の表面に設ければ
、この問題は解決できそうに思われる。
【０００８】
　しかしながら、近年の発光装置は、極めて小型化や薄型化が進行しており、壁部を形成
するにあたって、特許文献３では解決しきれない新たな問題が生じてきた。
　まず、壁部の幅、高さが小寸法に制限されるので、壁部を成形するための溝を設けた金
型を使用しても、その溝の中に成形材料を十分に充填できない恐れがある。特に、成形材
料の粘度が高くなると、充填不十分により欠損部分のある壁部になりやすい。
　次に、壁部とリード電極との間の密着性が低くなりやすく、それらの界面に沿って接着
剤成分が漏れ出す可能性が高くなる。特に、接着剤成分の表面張力が低い場合、この影響
が無視できない。
【０００９】
　そこで、本発明は、表面張力の低い接着剤成分を含む接着剤から成る接着層によりダイ
ボンドしても、接着剤成分がワイヤボンドの領域まで漏れ出さず、また、小型化や薄型化
によっても漏れ出し防止機能が十分に保持できる半導体装置を提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願の第１の発明は、一対の電極を有する半導体素子と、前記半導体素子を収納する凹
部を備えたハウジングと、前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極
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と、前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、前記半導体素子の
一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とをそれぞれワイヤボンドす
る導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、前記ハウジングが、前記凹部底面に、前
記第１リード電極の表面をダイボンド領域とワイヤボンド領域とに区分するように横断し
て設けられた少なくとも１つの壁部を備えており、前記第１リード電極は、少なくとも前
記壁部の直下に、前記リード電極を厚み方向に切り抜いて形成された切除部を備えており
、前記壁部と前記ハウジングの底部とが、前記切除部を通じて接続されていることを特徴
とする。
【００１１】
　第１の発明では、第１リード電極に、第１壁部の直下に切除部を形成しているので、第
１壁部とハウジングとを接続する部分が増加する。これにより、第１壁部を第１リード電
極の表面により密着させることができる。密着性の向上は、接着剤成分が、第１リード電
極と第１壁部との界面を伝ってワイヤボンド領域に浸入するのを防止するのに有効である
。
　また、この切除部は、第１壁部を形成するときに成形材料の注入を容易にする効果があ
る。切除部によって、第１壁部に成形材料が流入する流路は幅広になる。第１壁部は、ワ
イヤボンドを阻害しない程度に高さが低くて成形材料を充填しにくく、粘度の高い成形材
料を使用すると部分的に充填不十分になる恐れがある。しかしながら、切除部を設けるこ
とにより充填流路が広がり、成形材料を充填しやすくなる。
　本発明では、切除部として、第１リード電極の縁部を切り欠いた切欠き部の形態と、前
記第１リード電極に形成された貫通孔の形態とが含まれる。
【００１２】
　本願の第２の発明は、一対の電極を有する半導体素子と、前記半導体素子を収納する凹
部を備えたハウジングと、前記凹部の底面に露出した第１リード電極及び第２リード電極
と、前記半導体素子を前記第１リード電極にダイボンドする接着層と、前記半導体素子の
一対の電極と、前記第１リード電極及び前記第２リード電極とをそれぞれワイヤボンドす
る導電ワイヤと、を備えた半導体装置であって、前記ハウジングが、前記凹部底面に、前
記第１リード電極の表面をダイボンド領域とワイヤボンド領域とに区分するように横断し
て設けられた少なくとも１つの壁部を備えており、前記第１リード電極の表面には、前記
壁部の直下に溝部が設けられており、前記溝部は前記壁部に沿って延在すると共に、前記
溝部に前記壁部の底部が係合していることを特徴とする。
【００１３】
　第２の発明では、第１リード電極の表面に、溝部が形成されていて、その溝部の上に、
第１壁部が形成されている。この溝部は、ダイボンド領域とワイヤボンド領域との間を区
分する第１壁部に沿って形成されているので、ダイボンド用の接着剤の接着剤成分が第１
リード電極と第１壁部との界面を伝ってワイヤボンド領域方向に浸入してきても、溝部の
窪みに溜まってそれ以上浸入できなくなる。すなわち、第１壁部の直下に溝部を備えるこ
とによって、接着剤成分がワイヤボンド領域に浸入するのを確実に防止することができる
。
　また、第１壁部の断面積が溝部の分だけ大きくなることにより、壁部とハウジングの側
壁部との結合強度も増加する。結合強度の増加により、第１壁部と第１リード電極の表面
との密着性が高まり、これにより、接着剤成分が第１リード電極と第１壁部との界面を伝
ってワイヤボンド領域に浸入するのを抑制するのに有効である。
【００１４】
　さらに、第２の発明には、第１壁部の形成時にも有利である。溝部を形成することによ
り、成形材料を注入する間口が広くなり、充填しやすくなり、第１壁部が充填不十分で一
部欠如する等の欠陥が生じにくくなる。第１壁部は、ワイヤボンドを阻害しない程度に高
さが低くて成形材料を充填しにくく、粘度の高い成形材料を使用すると部分的に充填不十
分になる恐れがある。しかしながら、溝部を設けることにより充填流路が広がり、成形材
料を充填しやすくなる。
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【発明の効果】
【００１５】
　本発明の半導体装置は、表面張力の低い接着剤成分を含む接着剤から成る接着層により
ダイボンドしても、接着剤成分がワイヤボンドの領域まで漏れ出すことがない。また、小
型化や薄型化によっても漏れ出し防止機能が十分に保持できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
＜実施の形態１＞
　図１及び図２Ａは、実施の形態１にかかる半導体装置１０の製造過程の途中の様子を図
示しており、最終的には、図６に図示するような形態に形成される。このような形態の半
導体装置１０は、極めて薄型であり、半導体素子２８に半導体発光素子を用いた薄型の発
光装置として利用されている。
　実施の形態１の半導体装置１０は、凹部１４を備えたハウジング１２と、凹部１４の底
部１６に露出した第１リード電極１８及び第２リード電極２０とを備えている。第１リー
ド電極１８は、ダイボンド領域２２とワイヤボンド領域２４とを有しており、これらの領
域は、第１リード電極１８の表面に、第１リード電極１８を横切って配置された第１壁部
２６によって区分されている。第２リード電極２０は、ダイボンド領域を持たず、ワイヤ
ボンド領域２４’のみから構成されている。第１リード電極１８と第２リード電極２０と
の間には、第２壁部３４が突出している。第１及び第２壁部２６、３４は、ハウジング１
２と一体に形成されている。半導体素子２８は、その基板側がダイボンド領域２２にダイ
ボンド用の接着剤から成る接着層３０により固定されており、さらに半導体側に形成され
た電極がワイヤボンド領域２４、２４’に導電ワイヤ３２により接続されている。
【００１７】
　第１及び第２壁部２６、３４は、接着層３０を形成する接着剤の接着剤成分がダイボン
ド領域２２からワイヤボンド領域２４、２４’にブリードせず、また、導電ワイヤ３２に
よるワイヤボンドを阻害しない高さに形成される。壁部２６、３４は、接着剤成分のブリ
ードを防止でき、そして導電ワイヤのワイヤボンドを妨げなければ、どのような形状にす
ることもでき、例えば断面矩形、断面三角形、断面台形、断面半円形又は断面半楕円径な
どの様々な断面形状を有する形態にすることができる。特に、図２Ａに示すように、壁部
２６、３４がワイヤボンド領域２４、２４’からダイボンド領域２２に向かって高くなる
ように傾斜した断面三角形に形成されていると、接着剤成分の堰き止め効果と導電ワイヤ
３２の張りやすさとに優れているので好ましい。
【００１８】
　図１及び図２Ａ～２Ｃに図示するように、第１壁部２６は、第１リード電極１８の表面
上を横切り、両端でハウジング１２の側壁３８に結合している。実施の形態１では、第１
リード電極１８の縁部に、第１壁部２６を形成する位置に合わせて、矩形の切欠き部３６
が形成されており、この切欠き部３６を介して、第１壁部２６とハウジング１２の底部４
０とが強く結合している。このような切欠き部３６を形成することにより、第１壁部２６
と第１リード電極１８の表面との密着性が高められて、第１壁部２６と第１リード電極１
８との界面を伝って接着剤成分がブリードするのを、より効果的に抑制できる。
　また、第２壁部３４は、第１リード電極１８と第２リード電極２０との間を介してハウ
ジング１２の底部４０と接続し、また第２壁部３４の両端はハウジング１２の側壁３８に
結合している。よって、第１リード電極１８と第２リード電極２０との間は、第２壁部３
４によって完全に分離されている。
【００１９】
　図１及び図２Ａに図示した半導体装置１０では、半導体素子２８の配置されたダイボン
ド領域２２が第１及び第２壁部２６、３４と、ハウジング１２の側壁３８、３８’とによ
って周囲を囲まれている。このような半導体装置１０では、この囲まれたダイボンド領域
２２内のみに樹脂を滴下すれば、半導体素子２８の近傍のみに選択的に樹脂層を形成する
ことができる。例えば、半導体素子２８に半導体発光素子を用いたとき、ダイボンド領域
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２２のみに透光性樹脂に蛍光体を含有させたプリコート層を形成すれば、半導体発光素子
の近傍のみに蛍光体を配置することができる。
【００２０】
　図２Ｂ及び図２Ｃから分かるように、第１リード電極１８に切欠き部３６を形成するこ
とにより、第１壁部２６とハウジング１２の底部４０とを接続する部分が増加している。
これにより、第１壁部２６の強度が増加し、また第１壁部２６を第１リード電極１８の表
面により密着させることができる。特に、密着性の向上は、接着剤成分が、第１リード電
極１８と第１壁部２６との界面を伝ってワイヤボンド領域２４に浸入するのを防止するの
に有効である。
　また、この切欠き部３６は、第１壁部２６を形成するときに成形材料の注入を容易にす
る効果もある。図２Ｃの矢印ｆ１（図中左側）及び矢印ｆ２（図中右側）は、第１壁部２
６に成形材料が流れる道筋を示しており、切欠き部３６によって、矢印ｆ２の流路は、矢
印ｆ１に比べて幅広になっている。第１壁部２６は、ワイヤボンドを阻害しない程度に高
さが低くて成形材料を充填しにくく、粘度の高い成形材料を使用すると部分的に充填不十
分になる恐れがある。しかしながら、切欠き部３６を設けることにより充填流路が広がり
、成形材料を充填しやすくなる。このように、実施の形態１は、第２リード電極２０に比
べて形成しにくい第１リード電極１８を設けるにあたり、第１リード電極１８が切欠き部
３６を有することにより、第１リード電極１８が形成しやすくなる点でも有利である。
　また、実施の形態１では、幅の狭い第１リード電極１８を備えた半導体装置であるので
、第１リード電極１８の縁部の一部を切欠いた切欠き部３６として、第１リード電極１８
の強度を維持するのが好ましい。
【００２１】
　切欠き部３６は、図２Ａ及び図２Ｂでは第１リード電極１８の縁部を長方形に切り抜い
て形成されているが、切欠き部３６の形状はこれに限定されるものではなく、例えば、正
方形、台形等の矩形、三角形や五角形等の多角形、半円形、又は半楕円形など、さまざま
な形状に切り抜いて形成することができる。また、図示した切欠き部３６は、第１壁部２
６に完全に隠れる寸法にされているが、第１壁部２６から一部露出しても構わない。さら
に、第１リード電極１８の厚さ方向に向かって寸法が変わる、いわゆる漏斗状になってい
てもよく、特に、ハウジング１２の底部４０側から凹部１４側に向かって寸法が小さくな
っていると、成形材料の注入に有利になり、また第１リード電極１８の強度を維持できる
ので好ましい。
【００２２】
　本発明の半導体装置１０は、ハウジング１２の凹部１４に樹脂を充填して、凹部１４内
に固定した半導体素子２８を外部環境から保護するのが好ましい。特に、半導体素子２８
が半導体発光素子の場合には、充填する樹脂に透光性樹脂を選択すれば、光を取り出すこ
とができる。また、半導体発光素子２８の発光色とは異なる色を発光させたい場合には、
透光性樹脂に蛍光体を混ぜることにより発光波長を変換することができる。
【００２３】
　以下に、本発明の半導体装置１０の製造方法を、１．ハウジング１２を製造する工程と
、２．ハウジング１２から半導体装置１０を製造する工程とに分けて説明する。
【００２４】
（１．ハウジング１２の製造）
　図３を参照しながら、ハウジング１２の製造工程を説明する。
　まず、金属平板に打ち抜き加工を施して、その表面に金属メッキを施してリードフレー
ム４２を作製する。リードフレーム４２には、第１リード電極１８及び第２リード電極２
０から成る一対のリード電極が形成されている。第１リード電極１８と第２リード電極２
０とは、隙間をあけて対向している。通常は、１枚の金属平板に、多数のリード電極１８
、２０の対を形成する。
【００２５】
　次に、図３Ａに示すように、リードフレーム４２を上下に分割されたハウジング成型用
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のモールド金型５６、５８の間に配置して、上下のモールド金型５６、５８で挟み込む。
このとき、一対のリード電極１８、２０と、リードフレーム４２のハンガーリード４６と
が、ハウジング１２の形状を有するモールド金型５６、５８の空洞６２の中に位置するよ
うに位置決めして、モールド金型５６、５８で挟み込む。ハンガーリード４６とは、リー
ドフレーム３２に固定されたハウジング１２の姿勢を保つための部材であり、リードフレ
ーム４２の抜き打ち加工のときに形成される。図１にも図示されているように、ハンガー
リード４６の先端部分は、リードフレーム３２からハウジング１２を分離するまで、ハウ
ジング１２の側面に食い込んだ状態になる。
　上側モールド金型５６には、ハウジング１２の凹部１４の形状に一致した突出部６６を
備えている。この突出部６６には、壁部２６、３４の外形に一致した溝７０、７２が形成
されている。
【００２６】
　その後、図３Ｂのように、下側モールド金型５８の材料注入ゲート６４から、モールド
金型５６、５８の空洞６２内に成形材料６８を注入する。上側モールド金型５６には、ハ
ウジング１２の凹部１４に対応する突出部６６が形成されており、この突出部６６がリー
ド電極１８、２０の上面に接触した状態で成形材料６８を注入すれば、リード電極１８の
上面には成形材料６８が付着せず、得られたハウジング１２の凹部１４の底面にリード電
極１８、２０を露出させることができる。
　この例では、ハウジング１２の凹部１４の底面には、リード電極１８が完全に露出して
いるが、必ずしも完全に露出している必要はない。例えば、凹部１４の底面の直下にリー
ド電極１８、２０を位置させる（すなわち、リード電極１８、２０はハウジングの成形材
料によって覆われている）と共に、凹部の底面に穴等をあけることにより、凹部内にリー
ド電極の一部を露出させるようにしてもよい。この穴等を介して、半導体素子とリード電
極とを導通すれば、本発明の半導体装置を形成することができる。
【００２７】
　成形材料６８は、溝７０、７２に注入されて、それぞれ第１壁部２６及び第２壁部３４
を形成する。溝７２には、第１リード電極１８と第２リード電極２０との隙間から成形材
料６８が注入できるので、成形材料６８の充填が容易である。これに対して溝７０は、成
形材料６８が注入しにくい。図２Ｃを参照して説明すると、溝７０に充填するには、第１
リード電極１８と、ハウジング１２の外壁面を成型する金型の内壁面と、の間に形成され
た狭い隙間を通じて、成形材料６８を矢印ｆ１のように注入するしかない。しかしながら
、実施の形態１に示すように、第１リード電極１８に切欠き部３６を設けることにより、
成形材料６８は、矢印ｆ２のように切欠き部３６を介して溝部７２に充填できるので、成
形材料６８が注入しやすい。このように、第１リード電極１８が、第１壁部２６の直下の
位置に切欠き部３６を有すると、溝７０に成形材料６８が充填しやすくなり、第１壁部２
６が充填不十分で一部欠如する等の欠陥が生じにくくなる。
【００２８】
　図３Ｃのように、モールド金型５６、５８内の空洞６２及び溝部７０、７２に十分な量
の成形材料６８が充填されたら、成形材料６８の充填を停止し、成形材料６８を硬化させ
る。
　成形材料６８が完全に硬化したら、図３Ｄに示すように、まず下側モールド金型５８を
外し、次いで上側モールド金型５６を外してハウジング１２を取り出す。ここで、上側モ
ールド金型５６を外す際には、リードフレーム４２が歪んだり、ハウジング１２が傾いた
りする不具合を生じやすい。そこで、例えば、上側モールド金型５６にスライド可能に挿
通してある押出しピン６０を矢印方向に押し出せば、そのような不具合を起こさずにハウ
ジング１２を取り出すことができる。
【００２９】
　図３に示す一連の工程により、図１及び図４に示すようなハウジング１２が一部に成型
されたリードフレーム４２が得られる。
　図１に示すように、リードフレーム４２に固定されたハウジング１２は、凹部１４の内
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部に露出した第１リード電極１８及び第２リード電極を備えており、それぞれのリード電
極１８、２０が、リードフレーム４２に接続した第１外部電極７８及び第２外部電極８０
と繋がっている。また、ハウジング１２の側面には、ハンガーリード４６の先端が食い込
んでいる。ハウジング１２は、外部電極７８、８０とハンガーリード４６とによってリー
ドフレーム４２に係持されている。
【００３０】
　なお、図１及び図４では、ハウジング１２が１つだけ形成されているが、通常は、図５
に示すように１枚のリードフレーム４２に多数（この図では縦３個×横２個の計６個）の
ハウジング１２、１２・・・が形成される。多数のハウジング１２、１２・・・を製造す
る場合には、多数のハウジング用空洞６２を有するモールド金型５６、５８を使用して、
それらの空洞６２に同時に成形材料を注入することにより、全てのハウジング１２、１２
・・・を同時に形成することができる。
【００３１】
（２．半導体装置１０の製造工程）
　次いで、図１及び図４を参照しながら、ハウジング１２に半導体素子２８を実装して半
導体装置を製造する工程を説明する。
　ハウジング１２の凹部１４内で、第１リード電極１８のダイボンド領域２２に、半導体
素子２８をダイボンドし、さらに、半導体素子２８の電極（正極及び負極）と、第１リー
ド電極１８のワイヤボンド領域２４及びリード電極２０（ワイヤボンド領域２４’でもあ
る）とのそれぞれを、導電ワイヤ３２によってワイヤボンドする。
【００３２】
　ダイボンドで使用される接着剤は、目的に合わせて選択される。例えば、使用する接着
剤の表面張力が低い場合、接着剤成分がダイボンド領域２２全体に広がって、ダイボンド
領域２２の表面を覆うことがある。しかしながら、ダイボンド領域２２とワイヤボンド領
域２４、２４’との間に第１及び第２壁部２６、３４、が形成されているので、接着剤成
分がワイヤボンド領域２４、２４’にまで広がることがない。よって、ダイボンドの後に
ワイヤボンドをする際に、接着剤成分がワイヤボンドの障害になることがない。
　また、壁部２６、３４の高さは、ワイヤボンドの障害にならない程度の高さにしている
ので、従来どおりのワイヤボンダを用いてワイヤボンドすることができ、また導電ワイヤ
３２の長さを必要以上に長くせずにすむので、ワイヤボンドにかかるコストを従来と同等
にすることができる。
【００３３】
　その後に、ハウジング１２の凹部１４を樹脂４４で充填して、半導体素子２８及び導電
ワイヤ３２を封止する。樹脂４４は、ハウジング１２の凹部１４内にポッティング等によ
って充填された後に硬化させる。
　ここで、半導体発光素子に青色発光ダイオードを、樹脂４４に透光性樹脂を使用し、さ
らに透光性樹脂に青色光を吸収して黄色光を発する蛍光体を分散させることにより、薄型
の白色発光装置を得ることができる。この薄型の白色発光装置を導光板と組み合わせるこ
とにより、バックライトに適した光源を得ることができる。
【００３４】
　樹脂４４の封止が完了すると、外部電極７８、８０は、破線Ｘの位置で切断してリード
フレーム４２から分離する。外部電極７８、８０は、ハウジング１２の外形に沿って折り
曲げて、図６に図示するようなＪ－ベンド（Ｂｅｎｄ）型の形状に成形される（外部電極
７８、８０のカットフォーミングと呼ばれる）。このとき、ハウジング１２は、ハンガー
リード４６のみでリードフレーム４２に支持されているが、カットフォーミングの際にか
かる応力でハウジング１２が傾いてリードフレーム４２から脱落しないように、ハウジン
グ１２を保持する治具を利用するのが好ましい。
　このカットフォーミングは、１枚のリードフレーム４２に形成された複数のハウジング
１２に対して同時に行えるので、発光装置１０の製造効率を向上させることができる。
【００３５】
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　図６の半導体装置１０を製造する場合、カットフォーミングの最初に、外部電極７８、
８０の狭幅部分をハウジング１２の凹部１４方向に折り曲げ、その後に外部電極８７、８
０の広幅部分でハウジング１２の外形からはみ出た部分をＪ－ベント型に折り曲げる。こ
れ以外のカットフォーミングとして、外部電極７８、８０の狭幅部分を、ハウジング１２
の凹部１４と反対方向に折り曲げた形態や、Ｊ―ベント型に折り曲げない形態など、用途
に合わせて変形が可能である。
【００３６】
　カットフォーミングか完了したら、最後に、ハウジング１２をリードフレーム４２から
外す。ハンガーリード４６、４６’を折り曲げることにより、ハンガーリード４６の先端
をハウジング１２から簡単に外すことができる。
【００３７】
＜実施の形態２＞
　実施の形態２にかかる半導体装置は、図７Ａ及び図７Ｂに示すように、第１リード電極
１８の表面にＶ字溝５０が形成されている。Ｖ字溝５０は、第１壁部２６の直下に位置し
ている。実施の形態２の半導体装置１０は、第１リード電極１８及び第１壁部２６を除い
ては、実施の形態１と同様である。
【００３８】
　図７Ａ～７Ｃに図示するように、第１壁部２６は、第１リード電極１８の表面上を横切
り、両端でハウジング１２の側壁３８に結合している。実施の形態２では、第１リード電
極１８の表面に、Ｖ字溝５０が形成されていて、そのＶ字溝５０の上に、第１壁部２６が
形成されている。このＶ字溝５０は、ダイボンド領域２２とワイヤボンド領域２４との間
を区分する第１壁部２６に沿って形成されるのが好ましい。すなわち、Ｖ字溝５０は、第
１壁部２６と共に、第１リード電極１８の表面をダイボンド領域２２とワイヤボンド領域
２４とを区分している。このようなＶ字溝５０があると、ダイボンド用の接着剤の接着剤
成分が第１リード電極１８と第１壁部２６との界面を伝ってワイヤボンド領域２４方向に
浸入してきても、Ｖ字溝５０の窪みに溜まってそれ以上浸入できなくなる。すなわち、第
１壁部２６の直下にＶ字溝５０を備えることによって、接着剤成分がワイヤボンド領域２
４に浸入するのを確実に防止することができる。
【００３９】
　また、第１壁部２６の断面積がＶ字溝５０の分だけ大きくなることにより、第１壁部２
６の強度が増加する。さらに、第１壁部２６の断面積の増加は、壁部２６とハウジング１
２の側壁３８との結合強度も増加する。結合強度の増加により、第１壁部２６と第１リー
ド電極１８の表面との密着性が高まり、これにより、接着剤成分が第１リード電極１８と
第１壁部２６との界面を伝ってワイヤボンド領域２４に浸入するのを抑制するのに有効で
ある。
【００４０】
　このＶ字溝５０は、第１壁部２６の形成時にも有利である。図３Ｂに相当する工程にお
いて成形材料６８をモールド金型５６、５８に注入するときにも、有利な効果を奏する。
即ち、図７Ｃに示すように、上側のモールド金型５６の溝７０に成形材料６８を注入して
第１壁部２６を形成するとき、Ｖ字溝５０が形成されていなければ、成形材料６８は矢印
ｆ１及びｆ２のように狭い部分から注入される。これに対して、Ｖ字溝５０を形成したと
きは、矢印ｆ３及びｆ４のように広い間口から注入でき、充填しやすくなる。このように
、第１リード電極１８が、第１壁部２６の直下の位置にＶ字溝５０を有すると、溝７０に
成形材料６８が充填しやすくなり、第１壁部２６が充填不十分で一部欠如する等の欠陥が
生じにくくなる。このように、実施の形態２は、第２リード電極２０に比べて形成しにく
い第１リード電極１８を設けるにあたり、第１リード電極１８がＶ字溝５０を有すること
により、第１リード電極１８が形成しやすくなる点でも有利である。
【００４１】
　第１リード電極１８の表面に形成したＶ字溝５０は、別の断面形状の溝に置き換えるこ
とができる。例えば、正方形、台形等の矩形、三角形や五角形等の多角形、半円形、又は
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半楕円形など、さまざまな断面形状の溝を形成することができる。特に、断面Ｖ字状のＶ
字溝５０は、簡単な器具を押圧して成形でき、接着剤成分の浸入防止効果も高いので好ま
しい。
【００４２】
　また、図７Ａに図示した半導体装置１０では、半導体素子２８の配置されたダイボンド
領域２２が第１壁部２６及び第２壁部３４と、ハウジング１２の側壁３８とによって周囲
を囲まれている。このような半導体装置１０では、この囲まれたダイボンド領域２２内の
みに樹脂を滴下すれば、半導体素子２８の近傍のみに選択的に樹脂層を形成することがで
きる。例えば、半導体素子２８に半導体発光素子を用いたとき、ダイボンド領域２２のみ
に透光性樹脂に蛍光体を含有させたプリコート層を形成すれば、半導体発光素子の近傍の
みに蛍光体を配置することができる。
【００４３】
＜実施の形態３＞
　実施の形態１では、切欠き部３６を形成し、実施の形態２では、Ｖ字溝５０を形成して
いる。実施の形態３にかかる半導体装置は、図８Ａ～図８Ｂに示すように、第１リード電
極１８に、切欠き部３６とＶ字溝５０とが共に形成されている。それ以外は、実施の形態
１及び２と同様である。なお、切欠き部３６及びＶ字溝５０の詳細な形態についても、以
下に説明する以外については実施の形態１及び２と同様である。
【００４４】
　図８Ａ～８Ｃに図示するように、第１壁部２６は、第１リード電極１８の表面上を横切
り、両端でハウジング１２の側壁３８に結合している。
　実施の形態３では、第１リード電極１８の縁部１８１に、第１壁部２６を形成する位置
に合わせて、矩形の切欠き部３６が形成されている。これにより、実施の形態１の切欠き
部３６と同様に、第１壁部２６と第１リード電極１８の表面との密着性が高められて、第
１壁部２６と第１リード電極１８との界面を伝って接着剤成分がブリードするのを抑制す
る効果が得られる。
【００４５】
　また、実施の形態３では、第１リード電極１８の表面にＶ字溝５０が形成されていて、
そのＶ字溝５０の上に、第１壁部２６が形成されている。このＶ字溝５０は、ダイボンド
領域２２とワイヤボンド領域２４との間を区分する第１壁部２６に沿って形成されるのが
好ましい。すなわち、Ｖ字溝５０は、第１壁部２６と共に、第１リード電極１８の表面を
ダイボンド領域２２とワイヤボンド領域２４とを区分している。これにより、実施の形態
２のＶ字溝５０と同様に、第１壁部２６の直下にＶ字溝５０を備えることによって、接着
剤成分がワイヤボンド領域２４に浸入するのを確実に防止できる効果が得られる。
【００４６】
　そして、実施の形態３では、Ｖ字溝５０の一端５０１が切欠き部３６と接続しているこ
とから、図３Ｂに相当する工程において成形材料６８をモールド金型５６、５８に注入す
るときに、極めて有利な効果を奏する。
　まず、図８Ｃの矢印ｆ１（図中左側）及び矢印ｆ２及びｆ４（図中右側）は、第１壁部
２６を形成するためのモールド金型５６の溝７０に、成形材料６８が流れる道筋を示して
いる。切欠き部３６によって、矢印ｆ２及びｆ４の流路は、矢印ｆ１に比べて幅広になっ
ていることがわかる。第１壁部２６は、ワイヤボンドを阻害しない程度に高さを低くされ
ているので、それに合わせて溝７０の空間も狭い。よって、溝７０には成形材料を充填し
にくく、粘度の高い成形材料を使用すると部分的に充填不十分になる恐れがある。しかし
ながら、切欠き部３６を設けることにより充填流路が広がり、成形材料６８を充填しやす
くなる。
　そして、矢印ｆ２及びｆ４の流路を通った成形材料６８は、Ｖ字溝５０によって広くな
った間口から溝７０の内部に向かって流れ込むので、Ｖ字溝５０のない場合に比べて充填
しやすい。
【００４７】
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　このように、切欠き部３６とＶ字溝５０とを設け、且つ切欠き部３６とＶ字溝５０とを
接続することにより、実施の形態１及び２と比べても、第１壁部２６の充填がさらに容易
になる利点がある。
　その反面、第１リード電極１８うち、第１壁部２６直下に位置する部分は、切欠き部３
６によって狭幅にされ且つＶ字溝５０によって肉薄にされているので、他の部分に比べて
強度が低くなる問題が発生する。もし製造途中で第１リード電極１８の先端に応力がかか
れば、Ｖ字溝５０に沿って屈曲するおそれや、さらには切断する危険性もある。
　そこで、実施の形態３では、Ｖ字溝５０の他端５０２を第１リード電極の縁部１８２よ
り手前で終端させることにより、第１リード電極１８が極度に強度低下するのを抑制して
いる。ただし、Ｖ字溝５０の他端５０２が第１リード電極の縁部１８２まで達しているほ
うが、成形材料６８の充填の観点では有利なので、第１リード電極１８の強度が十分で、
屈曲や切断のおそれが少ない場合には、他端５０２を端部１８２まで延長するのが好まし
い。
【００４８】
＜実施の形態４＞
　図９Ａ～図９Ｃは、実施の形態３にかかる半導体装置１０であり、凹部１４を備えたハ
ウジング１２と、凹部１４の底部１６に露出した第１リード電極１８及び第２リード電極
２０とを備えている。第１リード電極１８は、ダイボンド領域２２とワイヤボンド領域２
４とを有しており、これらの領域は、第１リード電極１８の表面に、第１リード電極１８
を横切って配置された第１壁部２６によって区分されている。第２リード電極２０は、ダ
イボンド領域を持たず、ワイヤボンド領域２４’のみから構成されている。第１リード電
極１８と第２リード電極２０との間には、第２壁部３４が突出している。第１及び第２壁
部２６、３４は、ハウジング１２と一体に形成されている。半導体素子２８は、その基板
側がダイボンド領域２２にダイボンド用の接着剤から成る接着層３０により固定されてお
り、さらに半導体側に形成された電極がワイヤボンド領域２４、２４’に導電ワイヤ３２
、３２’により接続されている。また、この半導体装置１０は、半導体素子２８に過剰な
電流が通電されるのを保護する保護素子５２を備えており、この保護素子も、ダイボンド
領域２２に接着剤でダイボンドされている。
【００４９】
　実施の形態４では、第１壁部２６と第２壁部３４とが繋がって、一体に形成されている
。第１及び第２壁部２６、３４は、接着剤成分がダイボンド領域２２からワイヤボンド領
域２４、２４’にブリードせず、また、導電ワイヤ３２、３２’によるワイヤボンドを阻
害しない高さに形成される。壁部２６、３４は、接着剤成分のブリードを防止でき、そし
て導電ワイヤのワイヤボンドを妨げなければ、どのような形状にすることもでき、図９Ａ
～図９Ｃのように断面矩形以外にも、例えば断面三角形、断面台形、断面半円形又は断面
半楕円径などの様々な断面形状を有する形態にすることができる。
【００５０】
　図９Ａ～９Ｃに図示するように、第１壁部２６は、第１リード電極１８の表面上を横切
り、そのままハウジング１２の側壁３８まで伸びている。実施の形態４では、第１リード
電極１８に円形の貫通孔３６’が形成されており、この貫通孔３６’を介して、第１壁部
２６とハウジング１２の底部４０とが強く結合している。このような貫通孔３６’ を形
成することにより、第１壁部２６と第１リード電極１８の表面との密着性が高められて、
第１壁部２６と第１リード電極１８との界面を伝ってボンディング樹脂がブリードするの
を、より効果的に抑制できる。
　また、第２壁部３４は、第１リード電極１８と第２リード電極２０との間を介してハウ
ジング１２の底部４０と接続し、また第２壁部３４の両端もハウジング１２の側壁３８ま
で伸びている。よって、ハウジングの凹部内の第１リード電極１８と第２リード電極２０
との間は、第２壁部３４によって完全に分離されている。
【００５１】
　第１リード電極１８には、第１壁部２６を形成する位置に合わせて、貫通孔３６’が形
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成されている。図９Ａ～図９Ｃから分かるように、貫通孔３６’を形成することにより、
第１壁部２６の中央付近が、ハウジング１２の底部４０に接続される。これにより、第１
壁部２６の強度が増加し、また第１壁部２６を第１リード電極１８の表面により密着させ
ることができる。また、密着性の向上は、接着剤成分が、第１リード電極１８と第１壁部
２６との界面を伝ってワイヤボンド領域２４に浸入するのを防止するのに有効である。ま
た、この切欠き部３６は、第１壁部２６を形成するときに成形材料の注入を容易にして、
第１壁部２６が充填不十分で一部欠如する等の欠陥が生じにくくする効果がある。
【００５２】
　また、実施の形態４では、幅の広い第１リード電極１８を備えた半導体装置であるので
、第１リード電極１８を貫通する穴部から成る貫通孔３６’を形成しても、第１リード電
極１８の強度を維持することができる。幅の広い第１リード電極１８では、実施の形態１
のような縁部に形成した切欠き部３６よりは、第１リード電極１８の縁部以外に貫通孔と
して形成した貫通孔３６’のほうが好ましく、第１壁部２６とハウジング１２の底部４０
との結合により第１リード電極１８が浮き上がるのを抑える、いわゆるアンカーホールと
しても機能する。
【００５３】
　貫通孔３６’は、図９Ａ～図９Ｃでは円形に長方形に切り抜かれているが、これに限定
されるものではなく、例えば、正方形、長方形、台形等の矩形、三角形や五角形等の多角
形、又は楕円形など、さまざまな形状に切り抜いて形成することができる。また、図示し
た貫通孔３６’の直径は、第１壁部２６の幅以上に大きくされているのが好ましい。これ
は以下の理由による。
　第１壁部２６を形成するためのモールド金型５６の溝７０に成形材料６８を充填すると
き、貫通孔３６’から注入される成形材料６８は、溝７０の長さ方向には比較的流れやす
いが、幅方向には流れにくい。そして、その流れやすさの傾向は、溝７０の高さが小さく
なると、より顕著になる。本発明では、第１壁部２６を、導電ワイヤ３２のワイヤボンデ
ィングを阻害しない程度の低さにしているので、貫通孔３６’から流入した成形材料６８
は、溝７０の幅方向に極めて流れにくくなる。その結果、貫通孔３６’の近傍の、特に第
１壁部２６の幅方向において、成形材料６８の未充填による欠陥ができるおそれがある。
これに対して、貫通孔３６’の直径を第１壁部２６の幅よりも大きくすれば、貫通孔３６
’から注入した成形材料６８は、初めから第１壁部２６の幅いっぱいに充填されるので、
成形材料６８の未充填の問題が発生しない。
　ただし、成形材料６８の回り込みが良好で、溝７０全体に成形材料８を十分に充填でき
る場合には、貫通孔３６’の直径を、第１壁部２６の幅よりも小さくしても問題はない。
【００５４】
　また、実施の形態２のように、第１リード電極１８の表面にＶ字溝５０を形成すること
もできる。Ｖ字溝は、第１壁部２６の直下で、且つ第１壁部２６に沿って形成するのが好
ましい。Ｖ字溝を形成することにより、ダイボンド用の接着剤の接着剤成分が第１リード
電極１８と第１壁部２６との界面を伝ってワイヤボンド領域２４方向に浸入してきても、
Ｖ字溝の窪みに溜まってそれ以上浸入できなくなる。
　そして、Ｖ字溝は、第１壁部２６を形成するときに、成形材料がＶ字溝を通って第１壁
部２６に注入されるので、十分に充填することが可能になる。よって、体積が小さく、注
入口も狭いため、成形材料を充填しにくい第１壁部２６であっても、充填不十分により一
部欠如する等の欠陥が生じにくくなる。
【００５５】
　本発明の半導体装置１０は、ハウジング１２の凹部１４に樹脂を充填して、凹部１４内
に固定した半導体素子２８を外部環境から保護するのが好ましい。特に、半導体素子２８
が半導体発光素子の場合には、充填する樹脂に透光性樹脂を選択すれば、光を取り出すこ
とができる。また、半導体発光素子２８の発光色とは異なる色を発光させたい場合には、
透光性樹脂に蛍光体を混ぜることにより発光波長を変換することができる。
【００５６】
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　実施の形態４にかかる半導体装置１０は、実施の形態１の半導体装置１０とは形状が大
きく異なっているが、適切なリードフレームとモールド金型とを使用することにより、同
様の製造方法によって成形することができる。
【００５７】
＜好適な材料＞
　実施の形態１～４の半導体装置１０の各構成部材に適した材料ついて、以下に詳述する
。
（第１及び第２リード電極１８、２０、第１及び第２外部電極７８、８０）
　第１リード電極１８、第２リード電極２０、第１外部電極７８及び第２外部電極８０は
、すべて同一の導電性材料から形成されており、加工性や強度の観点からすると、鉄、銅
、鉄入り銅、錫入り銅及び銅、金、銀をメッキしたアルミニウム、鉄、銅等から形成する
のが好ましい。
【００５８】
（ハウジング１２及び壁部２６、３４）
　ハウジング１２及び壁部２６、３４の成形材料には、例えば、液晶ポリマー、ポリフタ
ルアミド樹脂、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）などの熱可塑性樹脂を用いること
ができる。特に、ポリフタルアミド樹脂のような高融点結晶を含有する半結晶性ポリマー
樹脂は、表面エネルギーが大きく、ハウジング１２の凹部１４に充填する封止樹脂との密
着性が良好であるので、好適である。これにより、封止樹脂を充填し硬化する工程におい
て、樹脂の冷却過程の間にハウジングと封止樹脂との界面が剥離しにくくなる。また、半
導体素子２８に半導体発光素子を用いて半導体発光装置１０を製造するならば、成形材料
中に酸化チタンなどの白色顔料などを混合して、ハウジング１２の反射率を高めることも
できる。
【００５９】
（接着層３０）
　接着層３０は、ダイボンド用の接着剤から形成されており、エポキシ樹脂、シリコーン
樹脂などの絶縁性接着剤や、銀ペーストなどの導電性接着剤を使用することができる。
　本発明では、壁部を備えているので、従来は使用しにくかったエポキシ樹脂のような表
面張力の低い接着剤成分を含む接着剤も使用できる。
【００６０】
（導電ワイヤ３２）
　ワイヤボンディング用の導電ワイヤ３２としては、例えば、金線、銅線、白金線、アル
ミニウム線等の金属及びそれらの合金から成る金属製のワイヤを用いることが出来る。
【００６１】
（樹脂４４）
　凹部１４を封止するのに樹脂４４に適した材料としては、例えば、シリコーン樹脂、エ
ポキシ樹脂、ユリア樹脂、フッ素樹脂、及び、それらの樹脂を少なくとも一種以上含むハ
イブリッド樹脂等の耐候性に優れた樹脂が挙げられる。また、樹脂４４に代えて、ガラス
、シリカゲルなどの耐光性に優れた無機物を用いることもできる。これらの樹脂や無機物
は、透光性にすることができるので、半導体発光装置１０を製造する場合にも適している
。
　また、白色の半導体発光装置１０を製造する場合には、半導体素子２８に青色発光ダイ
オードを用い、透光性の樹脂４４に蛍光体の粒子を分散させるとよい。蛍光体としては、
青色光を吸収して黄色光を発する希土類系蛍光体（例えばＹＡＧ系蛍光体）が好適である
。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】実施の形態１～実施の形態３にかかる半導体装置の概略上面図である。
【図２Ａ】実施の形態１にかかる半導体装置を、図１のＡ－Ａ線に沿って切断した概略断
面斜視図である。
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【図２Ｂ】図２Ａの一部を拡大した部分拡大図である。
【図２Ｃ】図２Ａ及び図２ＢのＢ－Ｂ線に沿って切断した半導体装置の概略断面図である
。
【図３Ａ】実施の形態１にかかる半導体装置用のハウジングを製造する工程を示す概略断
面図である。
【図３Ｂ】実施の形態１にかかる半導体装置用のハウジングを製造する工程を示す概略断
面図である。
【図３Ｃ】実施の形態１にかかる半導体装置用のハウジングを製造する工程を示す概略断
面図である。
【図３Ｄ】実施の形態１にかかる半導体装置用のハウジングを製造する工程を示す概略断
面図である。
【図４】実施の形態１にかかる半導体装置用のハウジングの概略斜視図である。
【図５】実施の形態１にかかる半導体装置用のハウジングが複数配列した様子を示す概略
斜視図である。
【図６】実施の形態１にかかる半導体装置の概略斜視図である。
【図７Ａ】実施の形態２にかかる半導体装置を、図１のＡ－Ａ線に沿って切断した概略断
面斜視図である。
【図７Ｂ】図７Ａの一部を拡大した部分拡大図である。
【図７Ｃ】図７Ａ及び図７ＢのＣ－Ｃ線に沿って切断した半導体装置の概略断面図である
。
【図８Ａ】実施の形態３にかかる半導体装置を、図１のＡ－Ａ線に沿って切断した概略断
面斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａの一部を拡大した部分拡大図である。
【図８Ｃ】図８Ａ及び図８ＢのＤ－Ｄ線に沿って切断した半導体装置の概略断面図である
。
【図９Ａ】実施の形態４にかかる半導体装置の概略斜視図である。
【図９Ｂ】実施の形態４にかかる半導体装置の概略上面図である。
【図９Ｃ】図９ＢのＥ－Ｅ線に沿って切断した半導体装置の概略断面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　半導体発光装置、　１２　ハウジング、　１４　凹部、　１８　第１リード電極
、　２０　第２リード電極、　２２　ダイボンド領域、　２４、２４’　ワイヤボンド領
域、　２６　第１壁部、　２８　半導体素子、　３０　接着層、　３２　導電ワイヤ、　
３４　第２壁部、　３６　切欠き部、　３６’　貫通孔、　４２　リードフレーム、　５
０　Ｖ字溝、　５２　保護素子、　７８　第１外部電極、　８０　第２外部電極、　１８
１、１８２　第１リード電極の縁部、　５０１　Ｖ字溝の一端、　５０２　Ｖ字溝の他端
。
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